
Áramstabilizá|ó FET-ek
A G és S kivezetések összekötésé-

vel bármely - előbbi csoportba tano-
zó - példány alkalmas áramstabilizá-
lásra. Az ilyen célra g} anott FET-ek-
ben az összekötést már a chipeken
kialakítják, s a kész g1 anmanyokat
áramértékek szerinti csoponokba r,á-

logatják. A két kirezetesű CRD-k
(:Current Regulator Diodet 0.05-
5,6 mA-es tartománlban kaphatók.

Zátőréteges, p-típusú. kiüritéses
FET-ek

polaritásaik ellentétesek az előbbi-
ekével; azoknál jolal kisebb rálasz-
tékban kaphatók. VCR-kent ajánlott
típusai is 1éteznek. 1Zároréteges kil,i-
telben növekmény,es FET-ek nem lé-
teznek, men a pn átmenet nl itó-
irányban átvezet.)

Szígetelt kapus, n-tipusú. kiürítéses-
növekményes FET-ek

A 4. csoportbeliektől csak mérete-
zésúkben térnek el; a pozitív V*, tar-
tományba vezérelhetőek.

Kettős szigetelt kapus, n-tipusú, kiürí-
téses-növekményes FET-ek

A 4-7. csoportokba tartozó FET-
ek is az elektroncsövekéhez hasonló
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ges tokokban, kaszkád kapcsolásban
(4. ábra).

Szigetelt, kettős kapus, n-tipusú, nö-
vekményes FET-ek

A kettős kapus nagy,frekvenciás
FET-ek harmadik r,áltozata - az l. és
a 7, csoportba tartozók mellett.

Szigetelt kapus, p-tipusú, kiüritéses
FET-ek

Gyakorlatilag megvalósitható l,ál-
tozat - de nem gyártlák.

SzigeteIt kapus, p-típusú,
növekményes FET-ek

A 8. csoport tagjainak komple-
menter váItozata - bár választékuk
nagyságrenddel kisebb azokénál.

Szigetelt kapus komplementer
egységek

Nagyobb teljesítményekhez a 8. és
1 1, csoport szerinti tranzisztorokat
közös tokban - egy chipben - gyárt-
ják, többnyire kaszkád kapcsolásban
(5a. ábra). Egy, két vagy három kasz-
kádot tartalmazó egységek kaphatók.
Ilyen komplementer egységekből
épülnek fel a CMOS IC-k is (5b áb-
ra).

Táblázatunkból a következők ol-
vashatók le:

5, ábra

karakterisztikákkal rendelkeznek (a
nagyteljesítményű elektroncsövek
pozitív rácsfeszültség-tartományok-
ban is vezérelhetők).

Szigetelt kapus, n-típusú. növekmé-
ny,es FET-ek. Ez a csoport rendelke-
zik a legnagy,obb r,álasztékkal! A je-
lenleg g_"-ártott tipusok négyötöde ide
sorolható. korszerű változataik több-
sége nem a szilícium felületén kiala-
kitott ún. laterális elrendezésű, ha-
nem háromdimenziós, vertikális
konstrukció; VFET. A nagyobb gyár-
tók egy része nem ezt az elnevezést
használja. Saját lejlesztésű technoló-
giáikat különféle védett nevekkel je-
lölik. Ilyen vertikális gyártmányokat
jelölnek a HARRIS MEGAFET, az
IR HEXFET, a MOTOROLA
TMOS, a PHILIPS POWERMOS, az
SGS-THOMSON ISOTOP, a SIE-
MENS SIPMOS éS a SILICONIX
MOSPOWER megnevezések is. Ezek
nagy része nagyteljesítményű tran-
zísztort j elöl, de kistelj esítmén;-ű csa-
ládtagiai is l,annak.

Kaphatók miniatűr. S\,íD, T0-3.
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